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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T6616—2009《半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法》,

与GB/T6616—2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 更改了干扰因素(见第5章,2009版的第5章);

c) 更改了试验条件(见第6章,2009年版的6.1);

d) 更改了标准片和参考片的要求(见8.1、8.2、8.3,2009年版的4.2);

e) 增加了样品的要求(见8.4、8.5、8.6);

f) 更改了试验步骤(见第9章,2009年版的第6章);

g) 更改了精密度(见第10章,2009年版的第7章);

h) 增加了硅单晶电阻率温度系数(见附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)和全国半导体设备和材料标准

化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本文件起草单位:中国电子科技集团公司第四十六研究所、有色金属技术经济研究院有限责任公

司、浙江金瑞泓科技股份有限公司、浙江海纳半导体股份有限公司、广东天域半导体股份有限公司、北京

通美晶体技术股份有限公司、山东有研半导体材料有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、北京天

科合达半导体股份有限公司、中电晶华(天津)半导体材料有限公司、浙江旭盛电子有限公司、浙江中晶

科技股份有限公司、昆山海菲曼科技集团有限公司。
本文件主要起草人:何烜坤、刘立娜、李素青、张颖、马春喜、张海英、潘金平、丁雄杰、任殿胜、

王元立、朱晓彤、张雪囡、佘宗静、齐斐、许蓉、李明达、詹玉峰、黄笑容、边仿。
本文件于1995年首次发布,2009年第一次修订,本次为第二次修订。
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半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层
电阻的测试 非接触涡流法

1 范围

本文件描述了非接触涡流法测试半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层电阻的方法。
本文件适用于测试直径或边长不小于25.0mm、厚度为0.1mm~1.0mm的硅、导电型砷化镓、导

电型碳化硅单晶片的电阻率,以及衬底上制备的电阻不小于薄膜电阻1000倍的薄膜薄层的电阻。单

晶片电阻率的测试范围为0.001Ω·cm~200Ω·cm,薄膜薄层电阻的测试范围为2.0×103Ω/□~
3.0×103Ω/□。本方法也可以扩展到其他半导体材料中,但不适用于晶片径向电阻率变化的判定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T25915.1—2021 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净度等级

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 原理

将晶片平插入一对共轴涡流探头(涡流传感器)之间的固定间隙内,与振荡回路相连接的两个涡流

探头之间的交变磁场在晶片上感应产生涡流,激励电流的变化是晶片电导的函数。通过测试激励电流

的变化即可测得晶片的电导率。晶片的薄层电阻(Rs)按公式(1)进行计算。

Rs=ρ
t =

1
G =

1
δt

…………………………(1)

  式中:

Rs———晶片的薄层电阻,单位为欧姆每方块(Ω/□);

ρ ———晶片的电阻率,单位为欧姆厘米(Ω·cm);

t ———晶片中心的厚度(测薄膜时厚度取0.0508cm作为有效厚度),单位为厘米(cm);

G ———晶片的薄层电导,单位为西门子(S);

δ ———晶片的电导率,单位为西门子每厘米(S/cm)。

5 干扰因素

5.1 晶片表面被沾污或表面有损伤,会引入测试结果误差。
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